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Referéncias:

Projetos de Fontes Chaveadas, pag. 285 a 302. e pag. 311

Especificacoes:

Vi=72 V Tens&o de entrada
V=48 V Tens&o de saida

Po=50 W Poténcia do conversor

fg := 40000 Hz Frequéncia de comutagéo

AV = 0.01-V, = 0.48 Ondulacéo de tenséo na carga (saida)

1 := 0.85 Rendimento do conversor

[*] Calculos preliminares
Calculos preliminares

2
Vo 1 -5
Ry=——=4608 Q Tg:=—=25x10 S
Po fg
Po
|o = V_ =1.042 A Corrente média de saida
o

A raz&o de operacdo maxima é estabelecida em 50%.

Dmax = 0.45 Raz&ao maxima do ciclica do conversor.
Vo
a:= 7 = 0.667 Ganho total do conversor
i
2-Py
Pmax= ———— =3631 A Corrente de pico no primario

! Dmax



[«] calculos preliminares

[*] Projeto dos Indutores

Projeto do Indutor acoplado:

Especificagao do Material

Densidade maxima de Fluxo

Densidade de Fluxo AB := 0.2 T

Densidade de Corrente J

Fator de utilizagédo da area do enrolamento k

Fator de ocupagao do primario

kw e kp => valores
definidos pag. 323
livro Projeto de

Kp = 0.5 Fonte Chaveadas
Rendimento do conversor: mn = 0.85
Calculo do Transformador
1.1-P,-10* A
AeAw = AeAw = 0.611 cm
AB-kV\,kp-me-fs
Nucleo escolhido: NEE30/14 da Thornton |
O AeAw do nucleo escolhido é de 1,02 cm?
Dados do nucleo:
2
Area da secgéo transversal do nicleo: cm
Area da janela: cm’
" lon: — 3
Volume do nucleo: |Vnuc|eo = 8.0 cm

Coeficiente de perdas por correntes Parasitas: Kf = 4.10 o
Coeficiente de perdas por Histerese: Ky = 410 3
Comprimento médio de uma espira: MLT := 6.0

kf e kh => valores
definidos pag. 311
livro Projeto de

Fonte Chaveadas

cm

Valor baseado nos dimensionais do
nucleo NEE 30/14 da Thornton



Entreferro:

wi= 4710 !
2-p-Py 2
O\ = O\ = 4.928 x 10 m  ou 4,928mm
AB? penfo10
N ‘4 2,464
lentreferro = > lentreferro = 2464 x 10 m  ou2,464mm
Numero de espiras:
AB-3
. N
Np = ceil =28
Ipma)('lL
V., (1-D
NP P |
Vi-Dmax
Ng
n:=—=0.821 Relag&o de transformagéo
P

Calculo das Correntes Envolvidas:
D

max . .
IPef = Pmax 5 Ipes = 1406 A Corrente Eficaz no Primario

2-P

0 . .
ISmax = Vi D ISmax = 4456 A Corrente de Pico do Secundario
Lk o'( - max)

D

ISef = ISmax’ % Isgf = 1.726 A Corrente Eficaz do Secundario

Calculo da bitola dos condutores:

Penetragdo maxima:

15
T D = 2.A = 0.075
\/f_s cond

Area do cobre:

Ip —
of Acobrep ~3125x 10 ° | cm®  ou Acobrep = 0,003125 cm?

Acobrep ]

max



Is
ef
A

cobres = T =3.835x 10

Acobres

3

max

A bitola do condutor primario é:
Segao do condutor nu:

Secao do condutor Isolado:

Resistividade do Condutor:

A bitola do condutor secundario é:
Segao do condutor nu:

Secao do condutor Isolado:
Resistividade do Condutor:

Numero de condutores:

Acobrep ]

Ncondp = round[
condutor_nup

Acobres
condutor_nus

Neonds = round[

Possibilidade de Execucao:

) Np'Ncondp'Scondutor_isoladop
AWminp = K

W

Awmins = K

Ng-Neonds' Scondutor_isolados
w

2
cm

ou Acobres = 0,003835 cm?

2
|Scondutor_nup = 0.00305q cm

|Scondutor_isoladop = 0'004013| cm?

|Ppfio = 0.000708 %

2
|Scondutor_nu5 = 0-004105| cm

|Scondutor_isolados = 0'005004| cm?

Q
= 0.0005061] —
|psf|0 om

condp = 1

conds = 1

Pvuminp = 0281 om”

Pvumins = 0288 | om”




Awminp T Awmins

= 0.669
Aw

Comprimento do chicote:

Lpchicote = MLT-Np

Lschicote = MLT-Ng

Calculo térmico:

Resisténcia de condugéo:

Ppfio Lpchicote

R =
cobre
P Ncondp
_ Psfio'Lschicote
Rscobre = N

conds

Poténcia Dissipada no cobre:

2
Pocobre = Rpcobre'(lpef)

2
Pscobre = Rscobre'('sef)

Pcobre = Ppcobre + Pscopre = 0443 W

Perdas Ndcleo:

2.4 2
Pnucleo = AB '(Kh'fs + Kg-fs )'Vnucleo

Resistencia térmica do nucleo:

AeAW|o = Ae-Aw

0.37

R = 23AeAw|,

nucleo -

Elevacéo de temperatura:

AT:= (Pcobre + Pnucleo)'Rnucleo

Ok!, Pode ser executado: (A min/Ay<1)
|chhicote = 168 | cm
|Lschicote = 138 | cm
[Rpcobre = 0119 | €

Rscobre = 0-07 {
Ppcobre = 0235 | W
Pscobre = 0208 | W

Pnucleo = 0-643 w
AeAw|, = 1.02
A°C
Rnucteo = 22832 | W

AT =24.808 | °C



Calculo das Indutancias de magnetizante do transformador:

Vi-Dmax

Lp = I—f Lp=2231x 10 4 H Induténcia magnetizante do primario
p .
max s Lp = 0.2231mH
ou
—4
Np-AB-Ae-lo 4
Lppi= ——————— Lmp=2313x10 ° H
1Pmax
2 —4 | H i -
Ls:= Lp-n Ls = 1.505 x 10 Induténcia do secundario

Ls = 0.151mH

[«] Projeto dos Indutores

[¥] Prametros de Projeto
Calculo do Capacitor:

I:)max' Vo

0T T o Av_
fs~RO-AVC0

— 2441 %10 ° 0 = 27,13uF

Capacitor escolhido de 33uF/65V]

Escolha do Transistor e do Diodo:

Transistor:
'tran_max = IPmax 'tran_max =3631 A Corrente de Pico no Transistor
\4 Drmax . .
liran ef = T liran ef = 3014 A Corrente eficaz no Transistor
_ fs.Lm 3 _
p
Vi'Dmax2 . .
ltran med = =5 lran med=0.788 A Corrente média no Transistor
_ 2Ly, _
p
Vo
Vtran_max =V + T = 130435 V Tensado maxima sobre o Transistor
Vpg = 400V Tensao Drain-Gate
Vgg = 15V Tensao Gate-Source
MOSFET escolhido: RF740A

Rps:=043 Q Resisténcia Drain-Source



ijax.Mos = 150 + 273.15 = 423.15 K Temperatura maxima de operagao

s|x

Rthj_case.Mos =1 — Resisténcia térmica entre jungdo e capsula

Rthc_sink.Mos =05 % Resisténcia térmica entre capsula e dissipador
t = 3510 % Tempo de subida do Mosfet (rise time)
tf == 22:10 9 Tempo de descida do Mosfet (fall time)

Diodo:

'diodo_max = ISax 'diodo_max = 4.456 A Corrente de pico do diodo

’ D
max ' .
'diodo_ef = 1Smax — 'diodo_ef =1.726 A Corrente eficaz no diodo

ISpyay D
ldiodo med = w ldiodo med = 1-003 A Corrente média no diodo
Viiodo max = Yo * Vi Vdiodo max = 107V43 Tens&o Maxima sobre o diodo
Diodo escolhido: MURS820
Rthj case.D = 3 W Resisténcia térmica juncao capsula
ijax.D = 175 + 273.15 = 448.15 K Temperatura maxima de operagao

Calculo do Dissipador:

Tq=25+27315=298.15 K Temperatura ambiente

PMOSFET.cond = RDS"tran_ef2 =3.905 W Perdas por condug&o no Mosfet

f

s .
PMOSFET.cmt = E(tr + 1) hran_max Viran_max = 054 W Il\j/lirsdfae? por comutagao no

PMOSFET = PMOSFET.cmt * PMOSFET cond = 4445 W Perdas totais no Mosfet
ijax.Mos ~Ta

K A ‘s .
Rthj_a.MOS.max = P— = 28.122 W ReS|sf[enC|~a termlce_x maxima permitida
MOSFET entre juncdo e ambiente

Ha a necessidade de Dissipador |




vg =065 V Queda de tens&o do diodo em condugao, segundo datasheet

PDiodo = ldiodo med'V§ = 0652 W Pferdas por condugao n~o diodq. Nao
- ha perdas de comutagao no diodo,
pois a corrente vai a zero.

T; -7

Rthj_a.D.max = P
Diodo W

Nao precisa de dissipador, pois
Rthja do Diodo € 73 K/W, ou seja, menor
que a resisténcia térmica maxima permitida

[«] Prametros de Projeto

[*] Grampeador

Parametros das Indutancias:

de = Rpcobre de =0.119 Q
Rds = Rscobre Rgs = 0.07
Ldp =35x 10 6 H Valor estimado. Necessita ser medido apds a construgao do
transformador.
2 -5
Lygs = '—dp'“ Lys = 2.362 x 10
Transformador:
Modelo real:

Circuito equivalente do
transformador

Indutancia de Dispersdo Real do Tranformador:

1 Referida ao primario
Ldp =35 E-MH

Lys = 23.616 i~},l,H Referida ao secundario
H

Projeto do Grampeador:



Induténcia de dispersao equivalente:

Circuido do Grampeador:

-5
Legqi=2-Lgp=7x 10" H

Corrente no primario:

. R
IR, _ IPax = 3631 A

Tens&o de grampeamento:

A Vgi=350

Viran max = 130435V

-

=

'_

A
5

.||—.

Apostila Professor Ivo:

Vo

V,

o pri’ = 58.4:V

n

AV, =005V, =175 V

g g
Leg 1P _
Ati= —3 My 15gx10 s
Vg - V- Vo_pri
Duragao do grampeamento
§~1OO = 4.631
Ts
2
Loy Ip -f
9= €q "max s 1 =29.424 W Poténcia dissipada no circuito
2 (1 Vit Vo_prij grampeador
Vg
Resistor:
2

_ Vg — 2163 x 103 Q Resisténcia do circuito grampeador

gZ
Pg Rg = 4.8kQ/25W

R



Cg = — 9
fS-Vg-AVg
C,=1201x 10 ! F Capacitor do circuito grampeador

9
Cg = 120nF/630V

[«] Grampeador




